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Ia presente invencidn se refiere a tranasistores,
particularmente pero no exclusivamente a transistores de
alita potencia de alta frecuencia, que comprenden un cuerpo
0 pvarte de un cuerpo semiconductor principalmente de un
tipo de conductividad, en que estd situada wna rezidn de

colector de dicho un tipo de conductividad, extendidndose

una plurglidad de regiones de emigor difundidas de dicho

un tipo de conductividad desde une superficie susta,cial~-
mente plana del cuerpo o parie de cuerpo y rodeadas dentro
del cuerpo por una regidn de base difundida del *ipo de
conductividad opuesto, terminande las junturas emiggrmban
se y la juntura colector-base en dicha una supexrficise por
dehajo de wna capa aislante, proteciora, adherente, sobre
dicha una superficie, y contactos Shmicos en aberiuras en
la capa aislante para la pluralidad de regiones de emisor
y para la regidn de base donde estas regiones se extienden
hasta dicha una superficie. Tales transistores pueden ser
llamados transistores planares de emisor miltiple.

La fabricacidén de un transistor planar de emisor
miltiple generalmente involucra la formaciénrde una capa
aislante, protectora, adherente sobre una superficie plana
de un cuerpo semiconductor de un tipo de conductividad, la
difusidén de un elemento de impureza determinador de un ti-
po de conductividad que es caracteristico del Hipo de con-
ductividad opuesto para el que la capa aislante es iupermea~-
ble, en una primera regidn de superficie del cyerpo expues-
ta por una primera aberturs hecha en la capa alslante, pa-
ra formar una regidn de base del tio de conductividad opues-
to, la subsiguiente difusidn de un elemento de impureza do-

terminador de un tipo de conductivided caracteristico de
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dicho un tipo de conductividad, para el que la capa aigs-
lante es impermeable, en una pluralidad de sezundas partes
de superficie expuestas por una pluralidad de segundos
aberturas hechas en la capa aislante, que son completamen-—
te internas con respecto a la primera parte de superficie
previanente expuesta por la primera abertura, para foraar
wa pluralidad de regiones de emisor de dicho un tivne de
conductividad completamente internas con respecto a la re-~
5idén de base, la formacidn de oiras aberturas en la caja
aislante para cxzponer al menos la pluralidad de regicunes
de emisor y la rezidn de base donde estas regiones se 2x-
tienden hasta la superfieie y la deposicidn de material de
contacto Ohmico en estas otras aberiuras. Generaluente dum
rante y/o subsecuentemente a cada etapa de difusidn se for-
ma une nueva capa aislante en la abertura respectiva, unién-
dose la Oltima capa aislante formada en cada caso y siendo
contigua con la capa alslante inicialmente presente.
Durante el funcionamiento de un transistor con
una excitacién de paso de base IB O se produce una caida
de tensidn transversal sobre lea regidn de base asociada
con el flujo de la corriente de base. Si se supone que la
tensidn de ewisor externa es aplicada uniformemente sobre
toda la juntura emisgor-base, el efecto de la caida de ten-
sidn fransversal consiste en reducir la diferencia de poten-
cial aplicado a la parte de la juntura emisor-base situada
mis alejada del contacto de base. Bsta parte de la juntura
enisor-base es un transistor planar es la parte central de
la parte de la juntura emisor-base ublcada paralelamente a
la superficle plana. Con una corriente de base en aumento

se produce una concentracidn de la corriente hacia la parse
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de la juntura emisor-base mas préxima al contacto de base.
&1 efecto de concentracidn de corriente depende, entre otros
de la resistividad de la regidn de base dado que con una
regidn de base de resistividad mds alta se producirfa uns
caida de tensidn transversal neyor parg una corriente deter-
ninada.

En transistores planares el efecto de concentra-
cidn de corriente es una consideracidn importante cuando
se desea congtruly dispositivos de alta potencia. Para ob~
tener las caracteristicas deseadas de tales dispositivos
es necesario, debido al mencionado efecto de concentracidn
tener una relacidn grande de periferia a drea para el e
sor. Una posibilidad para obtener una relacidn grande de
periferia a area de emisor consiste en formar una regidn
de enisor peiniforme con un conjunto electrddico interdigi-
tado para los contactos de base y de emisor. Como alterna-
tiva un conjunto electrddico interdigitado puede consistir
en una pluralidadde regiones de emisor situadas paralelamen-—
te, Ge contorno rectangular, gue estan interconectadas por
los dedos del contacto dhmico de emisor que estan interdi-
gitados con los dedos del contacto Snmico de base. Ctra po-
gibilidad para obtener una relacidn grande de periferia a
drea de emisor consiste en formar un gran nimero de regio-
nes de emisor muy pegueilas y adyacenles, por ejemplo de con-
torno circular, que estan interconectadas por una capa Ne-
télica que se extiende en aberturas hechas en la capa ais-
lanie que exponen las regiones de emisor donde ellas se ex-
tienden has®e la superficie y superpucsta sobre la capa ais-
lante entre lugares de emisor adyacentes.

La presente invencién se refiere a transistores
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planares de emisor miltiple que tienen caracterfisticas de
tension de ruptura de la juntura base~colector mejoradas,
en cue el trazado del contacto de cmigor comsicte en una
capa netalica que tiene wa pluralidad de dedos conectados
en confn cada uno situado en una abertura en la cana ais-
lante donde wna regidn de emisor se extiende hasta la su-
perficie, dedos que estan interdigitales con una plurali-
dad de dedos conectados en comln de wna capa uetalica que
forman un contacto Shmico pare la rezidn de base.

Bs conocido uun transistor planar en que la regidn
de base congiste de una parte de baja resistividad profun-
damente difundida continua con, y gue 1odea a una parie de
resistividad mas alta superficialmente difundida denvro de
la cual estd ubicada una residn de emisor, estando provis—
to el contacto de base sobre una parte de la superficie de
la parte de baja resistividad profundamente difundida. Las
ventajas de tal construccidn de la residn de base consis—
ten, cnire otras, en la obiencidn de una resistencia serie
baja de bvase, LR gin digninuir la regnuesta de frecuencia
del transistor.

Bs conocido w transistor planar de emisor nil-
tiple en que una parte de rezidn de base de vaja resistivi-
dad profundamente difundida forma una estructura de prilla
en el cuerpo dentro de cuyaos partes internas eotan situndas
partes de lo regidn de base difundidas superficlalmente que
tiene una regidn de emisor o regiones de cnisor en la mis-
na, egtando provisto el contacto de base sobre la superfi-
cie de la estructura de grilla de base de vaja resistividad
profundanente difundida y consistiendo el coutacto de enmi-

L4
sor en una capa mebdlica que forma un contacto comim para

- 343342



10

15

30

25

30

26010.67

una pluralidad de las regiones {de enisor y superpuesia so-
bre la capa aislante entre los lugares de emisor adyacenties.

5i la zrilla profundamente difundida debe tener una profun-

‘didad desde la superficie de por ejemplo 5 micrones, el an-

cho de una grilla sobre la superficie es necesariamenie de
al menos § micrones, siendo comim un ancho de al menos

15 micrones, debido a la difusidn de la impureza en una
direccidn lateral en el cuerpo durante la difusidn de la
mispa para formar la grilla. Asi la presencia de la grills
en el cuerpo sirve como un factor limitedor sobre el nime-
1o de lugares de emisor gue puveden ser formados en un grea
de superficie determinada en un transistor de dicha cons-
truccidn.

Pgrg obiener ung frecuencia de corte elevada en
un Yransistor planar es deseable tener difusiones de emisor
v de base nuy superficiales con anchos de base muy pequefios,
esto es que la difusidn de base sea tal que la juntura ba-
ge-~colector se estiende g una distancia desde dicha wma su-
perficie de como maximo 1 micrdn., Se ha encontrado que los
transistores que tienen tales profundidades de la juntura
colector-base *biénen une tension de ruptura, de la juntura
colector-bage baja. Ia tensidn de ruptura de una juntura
p-n, despreciando lés efectos de superficie, es determing—
de, cuando el campo.maximo en la capa de agotamiento asocia-
da con la Jjuntura excede al campo de ruptura en el material
geniconductor. EL campo maximo en la capa de agotamiento
ge obtlene resolviendo la ecuacidn de Poisson que refiere
la tensidn a la carge en la caps de agobamiento. La ecua-
cidn de Pisson es resuelta en general para el caso de la

dimensidn del ocuerpo semiconductor que se exbtiende normal-
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mente al plano de la superficie del cuerpo en gue ha sido
difundido un elemento de impureza para formar la juniura
p~n. Bn el caso de una juntura p-n formada difundiendo um
elemento de impureza en una parie de superficie expuesta
de una superficie plana de wn cuerpo semiconducior que ties
ne une capa aislante, protectoras, adherente, sobre lu su-
perficie, tal que el borde de la juntura ternina en dicha
wna superficie debajo de dicha capa alslante, dicha solu-
cidn dimensional no es una buena aproximacidn en el borde
de la juntura. Por lo tanto la ecuacidn debe ser resuclia
en coordenadas polares., bsia golucidn muestra wa tension
de ruptura inferior en las partes curvadas de la juntura,
siendo la tensidn de ruptura tanto nas pequeiia cuanto mayor
ea la curvatura. Bn brangisiores planares de siliclo n-p-n,
se han hecho mediciones de la tensidn de ruptura BVCBO de
la juntura base~colector con el emisor conectado en circui-
to abierto como una funcicn del radio r de la curvatura
de la parte de borde de la jumbtura gue estd ubicada entre
la superficie y la parte adyacente de la Juntura gue se
extiende paralelamente a la superiicie. Con vn cuerpo de
gilicio de una resistividad de 1 ohm.om con wn valor tipi-
00 de BV, py con r igual a 0,5 micrones es 35 voltios mien-
tras que con r igual a 2,0 micrones Bvcbo es de 55 volts.
valores correspondientes para los mismos valores de r pa-
ra gilicio de 2,5 ohm.cm son 40 volts., ¥y 70 volts. respec-
tivamente., Los efectos de superficie gue son sustancial-
mente independientes de r no son tomados en cuenta.

Un objeto de la invencidn consgisie en proveer un
trangistor planar de emisor niltinle que tiene wna profun-

didad de la juntura colector-base de como maximo 1 micrdn
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en la regifn activa del iransistor, en que la tensidn de
ruptura BV dé la junturs colector-base es mds alta que la
que que normelmente estarfa asociada con teles profundida-
des de juntura y en que la resistencia en gerie de base
ryp ©s mantenida suficientemente baja sin la provisidn de
uwna zrills de base profundamente difundida de baja resig-
tencia entre las ubicaciones del emisor.

De acuerdo con la invencidn un transistor com-
prende un cuerpo o parte de cuerpo semiconducior principal;
mente de un tipo de conductividad en que esté situada wna
regidn de colector de dicho un tipo de conduetividad, una
pluralidad de regiones de emisor difundidas de dichc ua
tipo de conductividad gque se extiende desde una superiicie
substancialmente plana del cuerpo o parte del cuerpo y ro-
deadas dentro del cuerpo o parte del cuerpo por una parte
de regidn de base interng difundida de tipo de conductivi-
dad opuesto que es adyacente y estd rodeada dentro del cuer-
po o parte del cuerpo por wa periferia més profundamente
difundida del tipo de conductividad opuesto, terminando las
junturas emisor-base y la parte de la juniura base-colector
entre la parte periferica y la regidn de colector en dicha
una svperficie por debajo de una capa aislante protectora
adherente sobre dicha una superficie, estando ublcada la
parte de la junturs base-colector entre la parte de reszion
de base interna y la regidn de coleclor, substancialmente
en paralelo con dicha una superficie a una distancia de la
misma de como maximo 1 micrdn, estando ubicada la parte que
ge extiende‘paralela de la juntura base-colector entre la
mencionada parie de regién de base periférica y la regién
de colector, & una distancia de dicha uma superf%iie de al

34334
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menos 2 micromes, consistiendo un contacto dptico para las
regiones de emisor en una capa metalica que tilene una plu-
ralidad & dedos cada uno de los cuales estd situado en una
abertura en la capa aislante donde una regidn de emisor se
extiende hasta dicha una superficie y exvendiéndose en los
dends sobre la capa aislante en un conbacto comin con Los
otros dedos, y un contacto Opmico para la parte de re;idn
de base interna que consiste en una capa metdlica que tie-
ne una pluralidad de dedos situados en uwna abertura o zver—
turas en la capa aislante donde la parte de residn de base
interna se exviende hasta dicha una superficie, e interdi-
gitados con los dedos de la capa metalica delcontacto de
enlsor.

Bn tal dispositivo, la provisidn de la parte peri-
férica difundida mds profundaiente del +ipo de conductivi-
dad opuesto de base produce un valor DVapy suficientcmente
elevado vy egtando sivuado el countacto de base soobre la su~-
perficie de la parte de la rezidn de base interna en una
relacidn interdigital con el contacto de emisor, se provee
un valor de ryy, suficienteuente bajo. La parte periférica
mas profundamente difundida aumenta efectivamente al mencio-
nado valor r donde la parte de juntura vasge-colector enire
la parte periferica y la regidn de colector teramina en di~-
cha una superiicie y por lo tanto provee un valor wds alta
de BV 10 que el qgue se ovitendria de un trancistor de las
mencionadas profundidades de la juntura base-~colector gus
tione umo Guice perte de regidn de base. Ademds dado que
el contacto de bas estd provisito sobre la superficie de la
parte de regién de base interna, la vesistividad de la par-

te periférica profundauente difundida no es critice.
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Una formes preferida de un transistor de acuerdo
con la invencidén comprende una pluralidad de regiones de
enigor que se extienden parslelauente de drea de superfi-
cle substancialmente rectangular, egtando gituados los de—~
dos del contacto de enisor en aberturas substancialmente
rectangulares en la capa aislanie donde las regiones de emi-

gor se extienden hasta dicha uma superficie y estando si~

tuados los dedos del contacto de base en aberiuras substan=

cialmente rectangulares de la capa zislante donde la parte
de rezidn de hase interna se extiende hasta una superficie
entre las regiones de emisor.

La separacidén sobre dicha una superficie de bor-
des adyacentes de un dedo de contacto de hase y una_regién
de emigor puede ser como_méximo de 3 micrones.

En un transistor de acuerdo con la invencidn la
pluralidad de los dedos de contacto de emisor y de base
puede ser subdividida en una pluralidad de unidades gepara—
dag cada wa de las cunles tiene una narte de contacto de
gran ares situada sobre la capaaislante conectada a la plu-
ralidad de los dedos del contacto de emisor de una unidad
y una parte de contacto de gran area situada sobre la ais~
lente couectada a la pluralidad de dedos de contacto de ba-
se interdigitados de dicha unidad.

La parte de regidn de base interna puede compren-
der wna pluralidad de primeras partes de region de hasge de
alta resistividad cada una de las cuales esta ubicada por
debajo de una parte ceniral de la parie de una junturg emi-
sor-base susbtancialmente paralela a dicha una superficie
y wa segunda parte de regidn de base de umenor resigstividad

que rodea a las primeras partes de regidn de base de alta

543342
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registividad que estd ubicada debajo de las nairtes exler—
nas de las nsartes de la junbura emisor-base que esid ubi-
cade substancisimente paralela a dicha una superficie y se
extiende hasta dicha una superficie que tiene el couiacto
Shmico previsfo sobre la misma. Ia solicitante ha demarro-
llado un transistor que comprende un cuerpo o harte de.
cuerpo semicconductor principaluente de un tipo de conduc—~
tividad en que es’d situvada una regidn de colector de dicho
un tipo de conductividad, una rezidn de enmisor difundids
de diche un tipo de conductividad que se extiende deside una
superficie substancialmente plana del cuerpo o parie del
cuerpo y rodeada dentro del cuerpo o parte del cuerpo por
una regidn de base difundida del +ipo de conductividud
opuesto, teniendo la Jjuntura emisor-base una primera parte
situada substancialmente paralela a dicha una superficie
¥y una segunda parte adyacente que se exiiende hasta dicha
e superficie, una primera parte de alta resictividad de
la regidn de base ubicada debajo de una parte central de
dicha primera narte de la juntura emiscr-base, una segunda
parte adyacente, externas, de nmenor resistividad de la re-
gién de hase que se extiende por devajo de una parte exter-
na adyacente de dicha primera parte de la juntwa emisor-
base y se extiende hasta dicha una superiicie, una capa
aislante, protectora, adherenle sobre dicha una superficie
y contvactos ohmicos en aberturas en la capa aislante para
la regidn de enisor y para la segunda parie de nenor resis-
tividad de la rezidn de base donde estas reziones se extien-
den hasta dicha una superficie,

En un transistor de acuerdo con la invencidn el

cuerpo o parte de cuerpo semiconductor puede ser de silicio.

343342
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La capa protectora aislante adherente puede ser de dxido
de silicio o nitruro de silicio.

A continuacidn se describirdn realizacionss de
la invencidn, a titulo de ejemplo, con referencia a los
dibujos GSQueméticos que se acompeflan, en que:

Ias Tiguras 1 a 10 ilusiran la Ffabricacidn ds
vn transistor planar de silicio n-p-n de emisor miltiple,
de acuerdo con la invencidn; cada una de las figuras 1 y 2,
figuras 3 y 4, figuras 5 y 6, figuras 7 y & muestra un cor-
te horizontal tomado justamente por debajo de la superfi-
cie de parte del cuerpo semiconductor y un corie vertical
a través de parte del cuerpo semiconductor, respecthivemen-
e durante etapas sucesivas en la fabricacidn del transis-
tor; las figuras 9 y 10 nuestran una vista en planta y en
corte vertical respectivamente de partes de un cuerpo semi-
conductor en una etaps subsiguiente de la Tfabricacidn; y
la figura 11 muestra una vista en planta de parte de wn
cusrpo se:..ilconductor de otro transistor planar de silicio
n-p~n de emisor mdltople de acuerdo con la invencidn.

Inicialmente se describird el transistor mostra—
do en las Tiguras 9 y 10, seguido por una descripeidn deta-
llada de la fabricacidn de este transistor con referencia
a las Tizuras 1 a 10, posteriormente se describird breve-
mente el transistor mosirado en la figura 11.

El transistor mostrado en las figuras 9 y10 es
un transisdor planar epltaxial de sgilicio n-p-n que tiene
una estructura electrodica interdigitada. El transistor com-
prende un cuerpe de silicio 21 de tipo n + 700 micrones x
125 micrones de esgpesor de una resistividad de 0,1 ohm-cm

que tiene una capa epitaxigl 22 de tipo n sobre el mismo,

343342
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de 7 micrones de espesor y de una resistividad de 2,0 ohm/
em3, que tiene wna concentracidn de donor de 2 x 1015 to-
mos/cm3. La capa epitaxial 22 tiene una superficie plana
23 sobre la cual estd provista una capa aislante, protec-

‘tora, adherente de dxido de silicio que wlene partes 24,

25, 27 y 28. Desde la superficie 23 hacia la capa epita-

xial se extienden cuatro regiones de emisor sevarsdas 29

de tipo n cada una de las cuales tlene una seccidn rectan~
aular de un drea de superficie de aproximadamente $ micro~
nes x 36 micrones que tienen ung separacidén entre bordes
adyacentes de aproximadamente 11 micrones. Las regiones de
emisor 29 estan rodeadas dentro del cuerpo por uma resxidn
de bage de tipo p v cada junturs emisor-base tiene una
priuera parte 30 que se extiende paralelamente a la super-
ficie 23 & una distancia de la misme de 0,35 micrones y

una segunda parte 31 adyacente que se extiende hasta la su-
perficie 28 por debajo de uvna parte 27 de la capa aislante,
Ia regibén de base comprende una parte periférica 32 de con-
ductividad de tipo p, que es designada por P. La juntura
p-n entre la parte periférica de la residn de base 32 y la

regidn de colector de tipo n en la capa epitaxial 22 tiene

una parte 33 que se extiende paralelamente a la superficie

23 a una distancia de la misma de aproximadanente 2 nicro-
nes y una parte adyacente 34 que se extiende hasta la su-
perficie 23 por debajo de la parte 24 de la capa aislate.
La parte periférica 32 de la regién de base es de contorno
reciansular, estando nostrada la parte 34 de la juntura en
lineas punteadas en la fizura 9. La que tiene dimensiones
externas de aproximadamente114 micrones x 72 micrones y

dimensiones internas de aproximadamente 32 micrones x 48

. 343342
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micrones, siendo el ancho de la parte periférica 32 de la
regién de base en el corte de la figura 10 de aproxinadamen-—
te 16 micrones, La concentracidn superficial de aceptor de
la parte 32 de aproximadamente 2 x 1019 dtomos/cm3. ELl res-
0 de la regidn de base estd situada dentro de la parte 32
con una parte 35 de la juntura base~colector extendiéndose
paralelamente a la superficie 23, a una distancia de la
mismg de 0,6 micrones. La regidén Ge base comprende ademis
cuatro primeras partes 36 de alteresistividad, cada wna

de las cuales es designada por Py y esta ubicada debajo

de une porecidn central de la parte 30 de una juntura eulsor—~
base, y uwna segunda parte 37 de menor resistividad qha'ro—
des a la primera parte 36 de alteresistividad, ubicada de-
bajo de las porciones externas de las partes 30 de las jun-
turas emisor-base y cue se extiende hasta la superficie 23,
Lg segunda parte 27 de menor resistividad es designada por
P, Da regidn de base comprende también otras cinco varies

30 de alta resistividad, cada wna de afeq re¢tancular vy

designadas también por B.La concentracidén superficial de

1
aceptor de la parte 37 de la regidnde bas es de aproximada-
x 20 ¢ 3 . £ aiy
mente 107 dtomos/cm3 y la concentracion de aceptor en la

parte 27 de la regidn de base a una profundidad de la super-
ficie de 0,25 micrones, a los lados de las regiones de emi-
sor, esto es é la misma profundiad que la parte 30 de la
juntura emisor-base es de 2 x 1016 atomos/cm3 mientras que
la concentracidn de aceptor en la parte externa de la var-
te 30 de la junturs eunisor-base es al menos 1013 étomos/
cmd. La concentracidn de aceptor en la primera parte 36 de
1a regidn de base de alta resistividad a une profundidad

de 0,35 nicrones desde la superficieesto es en la ubicacidn
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de la percion centrgl de la parte 30 de la junturas enisor-

base, es de 6 x 1076 4tomos/cm3. La concentracién superfi-
cial de donor de las regiones de emisor es de 1 x 1097 4-
tomog/cm3. Cada primera parte 36 de alta regigtividad de
la regibén de base ubicada debajo de la poreidn central 30
de le juntura emisor-base es de ares rectangular y tisne
wna dimensidn de aproximadamente 5 micrones x 32 miocrcnes.
La segunda parte 37 de menor resistividad de la regidn de
base estd ubicada debajo de uma porcidn externa de la nar-
te 30 de cada junturs emisor~base que tiene una lonzitud
justamente inferior a 2 micromnes en Hodos los lados de la

parte central. Sobre la superficie23 y sobre la superii-

‘cie de las nartes de la capa aislante (24, 25, 27 y 28)

egtd provisto un conjunto electrodico interdigitado que
consigte en un trazado de contacto enisor iunterdigitado

con un trazado de counbacto de base. El trazado de contac~
4o emisor tiene, cuatro dedos uno de los cuales congiste

en una capa de aluminio 40 de 0,3 micrones de espesor si-
tuada en una abertura rectangular de % nicrones x 32 micro-
nes en la parte 28 de la capa gislante que expone wia re-
gibn de emisor donde ella se exticnde hasta la superficie
extendidndose la capa 40, en lo demds, sobre las partes

de la capa islante (28,27,25,24) hasta una superiicie de
uwnidn 41de gran drea del contacto de emisor. El trazado

del contacto Ge base wiene cinco dedos cada uno de los cua~
les consiste en wna capa de aluninio 43 de 0,3 micrones si-
tuados en una aberiura rectanmlar de 5 micrones x 35 nmicro-
nes en la parte 26 de la capa aislante que expone la segun-
da parte 37 de baja resistividad de la regidn de hase don-

de ella se extiende hasta la superficie, extendiéndose la
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capa 43 en los demés sobre las partes de la capa alslante
(27, 25, 24)) hagta una superficie de  wmidn 44 de gran -
rea del contacto de base. los tres dedos internos del con-
tacto de base estdn simetricamente dispuestos entre los de-
dos del contacto de emisor y la separacidn de los bordes
de las partes que se extienden paralelamente de las cépas
40 y 43 es de aproximadamente 5 micrones. Similarmente los
dos dedos externos del contacto de base estan situados con
una separacidn de los bordes de las partes aue se extienden
paralelas de las capas 40 y 43 de aproxXimadauente 5 micro-
nes. El cuerpo seuiconductor tiene un contacto Shmico de
aran Srea (no mostrado) para la regidn de colector soire
la superficie del subsitrato 21 n &+ alejado de la superficie
23 de la capa epitaxial, siendo montado el substrato 21 so-
bre vng parte de cabezal de una envolutra. Conductores co-
nectores se extienden entre los terminales sobre el cabezal
v las superficies de wnidn 41 y 43 del contacto de emisor
y de base, respectivamente, estando los conductores unidos
a los mismos por $ermoconpresidn.

A continuacién se describird la fabricacidén del
transistor mostrado en las fimsuras 9 y 10 con refereuncia
a las Tiguras 1 a 10.

La fabricacidn parte de uma rebanada de 2,5 cm
de dizmetro de wn silicio tipo n & de baja resistividad (
0,01 ohm-cm), que tiene una capa epitaxial de tipo n de me-
yor resigtividad (2,0 ohm—-cm) de 7 micrones de espesor so-
bre la misma, en gque f£ésforo es el elemenito donor en una
concentracidn substancimlmente uniforme de 2,0 x 1015 4o~
mos/em3. La superficie de la capa epitaxial es preparads

de modo gue tiene una estructura cristalina libre de defios
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y wna terminacidén dpticamenie plana. Siendo el matorial de
partida wna rebanada de 2,5 cu. de didmetro con uma capa
epitaxial sobre la misma, se obiendri wna pluralidad de
trangistores llevando a la préctica las etapas subsiguien-
te en la fabricacidn, usando mascaras $pticas adecuadas de
modo que se forma una pluralidad de el-uentos transistores
individuales sobre la rebapada tnica, que posteriormente
son separados subdiviendo la rebanada, por el mé Godo gue
se describird a continuacion con referencia a la formacidn
de un elemento +ransistor individual sobre la rebanada, su-
poniéndose que donde se mencipnan etapas de enmascaranien—
t0, mordentado, difusidn y etapas asociadas, las misnes
son simul‘taneamente rcalizadas para cada elcmento transig—
tor individual sobre la rebanada, anies de la eventual sub-
divisidn de la misma.

Una capa aislante 24 de C,5 nmicrones de espesor
de 6xido de silicio es hecha crecer sobre la superficie
preparada de la capa enitacial calentando el cuerpno de si-
licio (21,22) a 11509C durante 50 minubos en una atmésfera
de oxfpeno ndmedo y posteriormente a la misma tesperatura
durante 15 minutos en una atmésfera de oxizeno seco.

Una capa de resist fotosensible que consiste en
un material comercialmente disponible como KTER (Resist
Kodak de pelfcula delgada) es splicada a la superficie de
la capa de oxido de silicio 34. Com la ayuda de une ndsca-
ra 6ptica la capa de fotoresist es expuesta de modo que un
grea de dimensiones exiernas de 110 micrones x 68 micrones

y dimensiones internas de 36 micrones x 52 micrones es blin-

dada contra la radiacidn incidente. Ia parte no exruesta

de la capa de resist es eliminada con un reveldor de modo
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que se forma una aberturs de dichas dimensiones en la es
capa de resist. La parte subyacente de lag capa de oxido de
gilicio 24 expuesta por la abertura en la cepa de resist
es mordentada con un fluido que consiste en floururo de hi- -
drdgeno y fluoruro de monio y el mordentado se realiza has-
ta que se forma una abertura correspondiente en la ocapa de
bxido de silicio 24 para exponer la parte de superficie de
la cape epitaxial de silicio. Las partes restantes de la
capa de fotoresist son luego eliminadas hirviendo en una
mezcla de perdxido de hidrdzeno y deido sulfirico. |

El cuerpo de silicio es colocado en un horpo de
difusidn del tipo de tubo abierto que tieme uma parte.de
d{ametro aumentado en el exiremo de entrada dentro del hor-
no y contiene una capa de vidrio de tridxido de boroo'Lé
capa de vidrio de tridxido actda coho wna fuente de boro
para la difusidn sobre la porcidn de superficie expuestia.
La difusidn de boro es un proceso de dos etapas y consiste
en una etape de deposicidn seguida por wna asi llamada eta-
pa de introduccidn. Da deposicidn se efectia calentando el
tubo y sus contenidos a 9002C durante dos horas con un flu-
jo de nitrdzeno seco sobre el vidrio de tridxido de boro
v luego sobre el cuerpo de silicio. Esto produce la deposi-
cibn de wm vidrio de trioxido de boro sobre la parbe de su-
perficie exnruesta del siliclo dentro de la abertura en la
capa aislante 24, La etlapa de introduccion gigulente se ¢~
fectla calentando el tubo y sus contenidos a 11602C durante
20 minutos con un flujo de oxigeno seco gobre el cuerpo,
Bgte proceso de difusion de boro en dos etapas de lugar a
la formacidn de una parte periférica 32 de 1la regién de ba-

ge (figura 1 y 2) en que la juntura p-n entre la parte 32
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v la capa epitaxial tipo n 22, +tiene una parte 33 que se
extiende paralelamente a la superficie 23 a una profundi-
dad de la misma de aproximadamente 2 micrones y una parte
adyacente 34, mostrada por la linea de puntos y rayas dn
la fizure 2, que se extiende hasta la superficie 23 nor de-
bajo de la capa de dxido de silicio 24. La concentracidn

superficial Ge boro es de aproximadamente 2 x 1019 atomos/

Acm3. Durante egte proceso una parte 25 de la capa aislan-

te de aproxinadamente 0,15 micrones de espesor ¥ que con-
giste en un vidrio de silicato de boro, se forma sobre la
parte de superficie expuesta del silicio en la abertura

en la cape de Oxido de silicio 24. El espesor de la narte

24 de la capa aislante es aumentado tampién en un grado

lizero por la adicién de una capa delzada de un vidrio de

silicato de boro.

El cuerpo de egilicio es retirado del horno de di-
fusion y une nueva capa de regist fotoseneible de KTFR es
aplicada a la superficie., Ia capa es expuesta con la ayuda
de wna mascara Optica de modo que un drea rectansular de
100 micrones X 60 micrones que esgts asimétricamente dispues—
ta dentro de la periferia externa del area ocupada por la

abertura previamente formada, es blindada contrs la radia-

cidn incidente. Ia parte no expuesta de la capa es elimina-

da con un revelador de modo que se forma una abertura rec-
tangular de 100 micrones x G0 micrones en la capa de foto-
regigst. Se realiza el mordentado con el mordenie nreceden-
temente mencionado pars formar una abertura correspondien-—
te en la parte de la capa aislante (24, 25) y exponer una
parte de superficie de silicio de drea correspondientes

Bl cuerpo de colocado en un horno de difusidn del
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tipo de tubo abierto que tiene una fuente de boro de un vi-
drio de tridxido de boro como se ha descrito precedentemen-
te. Se realiza una etapa de difusién con un flujo de ni-
trdgeno seco durante 10 minutos a 9002¢. Luego se realiza
la oxidacidn de la superficie y una etapa de introduceidn
sinultdneamente pasando oxigeno himedo sobre el cuerpo en
el tubo de horno durante 150 minutos a 1.0002C y luego ha~
ciendo pasar 6xigeno geco sobre el cuerpo durente 10 minu-
tos a esta temperatura., Bsta difusidn de boro resulta en
la formacidn de una parte 46 de la regidn de base de alta
resistividad (figures 3 y 4) designada por P,, que esta ro-
deads dentro del cuerpo por la parte 32 periférica defla
regidén de base previamenie formada. La parte 35 de la jﬁn-
tura p-n entre la parte 46 de la regidn de base de tipo'p
de alta resisbividad y la capa epitaxial 22 de vipo n se
extiende paralelamente a la superficie 23 a una profundi-
dad de 0,6 nmicrones de la misma., Esta parte de juntura
p-n se une a las partes 34 y 35 y juntas constituyen la
juntura base-colector del transistor. La parte de regidn
de base periférica mas profunda se provee para obitener una
tengidn de ruptura BVCBO alta de la juntura base-colector
Durante la difusidn se forme una parte 26 de la capa ais-
lante de aproximadamente 0,65 micrones de espesor sobre la
parte de superficie expuesta que consiste en su mayor parte
en Oxido de silicio. También aumentan en un grado ligero
las partes 25 y 24 de la capa aislante debido a la capa de
oxido de silicio que se forma sobre estas partes.

El cuerpo de giliclo es retirado del horno de di-
fusidn y se aplica a la superficie una nueva capa de resist
fotogensihle de un materisl comercialmente disponible como

_ 343342
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SHILPIEY. La capa es expuesta con la ayuda de una miscars
Sptica de modo gue es expuesta a la radiacidn incidente

un area rectanzular de 100 micrones x 60 micrones que tie~
ne cuatro greas rectansulares internas de 5 x 32 micrones.
La periferia externa del drea de 100 wicromes x 60 wicro-
nes corresnonde con la periferia de la sberiura rectangu-
lar previamente formada. La parte expuegta ¢e la capa s
eliminada con un revelador de modo gque se forma una aover-
turs rectansular de 100 micrones x 60 micrones con cuatro
4reas rectanzulares internas de 5 micrones x 32 mnicrones
que guedan en la capa de resist. Se realiza el nordentado
con el mordente precedentemente mencionado para formar vna
abertura correspondiente en la parte 26 de la capa ailslan-
te para exponer una parte de superficie sobre el drea co-
rrespondiente. El cuerpo de siliclo eg colocado en un hor-
no de difusién del tipo de +tubo abierto que tiene una fuen-
te de boro que consiste en el vidrio de tridxido de boro
antes descrito, Se realiza un proceso de difusidn con una
etapa de deposicién con un flujo de nitrégeno seco durante
40 minutos a 90020, sesuida vor una pripmera etapa de in-
troducecidén con un flujo de oxigeno geco durante 15 minutos
a 10502C, El cuerpo e¢s lucgo retirado del horno de difu-
sifn y colocado en otro tubo de difusidn gue tiene una co-
nexion a uwn conducto de evacuacidn en un exireuo y dos de
pésitos de liguido comectados con conexiones de derivacidn
en el otro extremo., Un depdsito contiene tetra~etoxi-sila—
no (TB08) y el otro contiene ortofosfato trimetilico (TP)
estando ambos depdsitos a temperatura amblentes El cuerpo
es mantenido en el tubo de horno & 7502C y la conexidn del
conducto de evacuacion es aplicada con la derivacidn para
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el depdsito de 1fquido TEOS abierta durante un periodo de
80 minutos y durante un perfodo intermedic de 40 minutos
durante el periodo total de 80 minutos, es abierta la deri-
vacién pare el depdsito de 1f{guido TP, Los vapores de los
dos 1{guidos voldtiles son termioamente descompuestos en-
el %ubo y se foria una capa de vidrio de silicato de fésfo-
ro gobre la superficie del cuerpo por encima de Ja capa de
vidrio de dxido de silicio formada durante la precedente
deposicidn y primera etapa de introduceidn. E1 cuerpo es.
posteriormente colocado de vuelta en un horno del tipo de
tubo ablerto y se realiza una segunda elapa de introdggcién
con un flujo de oxigeno seco durante 15 minutos a 105028,
Beto produce la formacidn de una parte 37 de tipo p de ba-
ja resistividad de la regidn de base (figura 5y 6) que &és-
t4 ubicada dentro de la parte 46 de tipo p de alta resisti-
vidad de ls regién de base previamente formada. El frente
de difusidén de la Gltima etapa de difusidn de boro se ex-
tiende en el cuerpo a una profundidad de 0,4 micrones des--
de la superficie y estéd indicado por las lineas punteadas
48 en la figurg 6. La concentracidn de boro en la superfi-
cie de la parte 37 es de aproximadamente 1020 &somo/cms.
Tas figuras 5 y 6 muestran el cuerpo semiconductor desPués
de este proceso de difusidn de boro y silano. Le parte 37
de baja resistividad de la regidn de base que forme una ma-
1lla es el cuerpo dentro de la parte periférica 32 de la re-
zidn de base es designada por Poe Durante esta etapa de di-
fusidn de boro y silano se forma una parte 27 de capa ais-
lante que consiste en un vidrio de silicato de fdésforo so-
bre la parte de superficie expuesta y tiene un espesor de
aproximedamente 0,35 micrones. El espesor de las restantes
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vartes de la capa aislante (24, 25, 25) es awentado tam-
bién en aproximadamenté 0, 35 micrones por wia cara de vi-
drio de la composicidn mencionada.

¥l cuerpo de silicio es retirado de : horno de
difusidn v se aplica a la superficie uma nueva capa de
resist fotosensible Shipley. La capa es expuesta con la
ayuda de una méscara Optica tal cue son expuestas a la ra-
dizeidn incidente cuatro areas rectansularis que se extien-
den paralelamente de ¢ micrones x 30 micrones, cue tienen
uwa seperacidn entre lados adyacentes de 11 wicrones y ca-
da una de las cuales csta simétricamente dispuesio vor en-~
cima de una parte de la superficie hasta la que sc¢ extien~
de la parie 46 de alta resistividad de la rezidn de base.
Los vartes expucstasde la capa de fotoresist son elinmina
das con un revelador de wodo que se forman en la cava de
fotoresist cuatro aberturas rectangulares de 9 wicrones x
36 micrones. Ue realiza el mordentado con el mordente pre-
viamente mencionado nara formar cuatiro aberituras corres:)on-
dientes en las partes ve capa aislante (26, 27) y ecxvoner
cuatro partes de superficie de area correspondiente.

El cuerpo de silicio es colocado en una gona dé
un horno de difusidn de tubo del tino de dos zonas, conie-
niendo la otra zona pentdézido de f£désforo que es mantenido
a2102C. Ll cuerpo es calentado durante 15 minutos a 9702C
con vn flujo de nitrdseno seco sobre el pentdxido de fés-
foro y luego sobre ol cuerpo., Durante esie proceso de di-
fusidn se difunde fésforo en las cuatro partes de superfi-
cie expuestas para former cuatro regionesd emisor 29 de
tipo n (figuwras 7 y 8) teniendo cada juntura euigsor-base
wa parte 30 que se exiiende paralelamente a la superficie
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23 a una distancia de la wisma de 0,35 micrones y una par-
e adyacente 31 que se extiende haste la superficie por de-
bajo de la parte 26 de la capa aislante. Durante la difu~
aidn de fésforo, ¢s facilitada la difusidn del boro en la
parte 37 de menor resistividad de la regidn de base'(?é)
en posiciones por debajo de 1lg parte de superiicie ex—
puesta, de modo que partes del frente de difusidn de boro
48 son hechas avanzar y la parte de menor resistivided de
la rezlén de base es selectivamente hecha avanzar ain mis
en el cuerpc. Las condiciones de difusidn son tales que
la mejora de la difusidn del boro extiende esta region en
las partes ubicadas debajo de la juntura ewisor-base, com-—
pletamente hasta la vparte 35 de la juntura coleclor-base
previamente formada. Esto resulta en la formacidn de una
prinera parte 36 de alta resistividad de la regién de hase
(designada P1) ubicada debajo de una poreidn central de
la parte 30 de una Jjuntura emisor-base y una se~unda parte
37, circundante, externa de menor resistividad de la regidn
de base (desisnada Pz) ubicada por debajo de una porcidn
externa de la parte 30 de la juntura emisor-hase y que se
extiende en lo demds hasta la superficie 23 por debajo de
la parte 26 de la capa aislante. Quedan también otras cin-
co partes 38 de alta resistividad de la regidn de base (de-
slgnadas también por P1) de drea rectangular.

La concentracidén superficial de fésforo difundi-
do es de 1 % 1021 étomos/cmB. Durante la difusidn de fdsio-
ro se forma una capa muy delsada de vidrio de silicato de

wloo

fosforo sobre las cuatro partes de superficie expuestas.

Bl cuerpo de siliclo es retirado del horno y el vidrio de

silicato de fdésforo es eliminado disolviédndolo en una solu-
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cién de acido fluorhidrico dilufdo. El cuerno es lueso co-
locado en otro horno para efectuar un proceso de difusidn
de silano usando tetra-ctoxi-silano (TE0S) siendo calenta-
do el cuerpo a 7502C durante 40 minutos en la atmdsfera

5 de TEOS. Bsto resulta en la deposicidn de una capa Ge vi-
drio 28 de oxido de silicio de 0,2 micrones de cspesor
en las partes de superficie re-expucstas y en la deposi-
cidn de 0,2 micrones de éxido de silicio gsobre las res-
tantes partes de la capa aislante (24, 25, 27).

10 Una nueva capa de resist fotosensinle ALV es
aplicada a la superficie y con la ayuda de una mascara
dptica es expuesta de modo que son blindadas contra lLa
rediacion incidente cuatro dreas rectangulares de 5 micro-
nes x 32 micrones que se extienden paralelanente cada utna

15 de las cuales esta dispuesta sindtricamente por encima del
drea de superficie ocupada por unme rexidén de emisor 29 y
cineco areas rectangularcs que se extlenden paralelanmente de
5 micrones x 36 micrones que se allernan con las otras cua-
tro dreas y se extienden por encima del drea de superficie

20 ocupada por la segunda pete 37 menor resistividad de la re-
zion de base. Las partes uo expuestas de la capa de resist
son eliminadas con un revelador y se forman en la capa de
resist cuatro aberturas de 5 micrones x 32 micrones y cin-
co aberturas de 5 micrones x 36 nicrones. Se hacen abertu-

25 ras correspondientes en las partes de cava aislante 28 y 26
respectivamnente, nordenvando con el pordante previamente
mencionado. Posteriormente se eliminan las partves de la
capa de fotoresiav.

Se evapora aluminio sobre la superificie superior

30 del cuerpo para formar una capa Ge 0,3 micrones deespesor
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gue se extiende en las cﬁatro aberturas de 5 micrdnes x 32
nicrones, en las cinco aberturas de 5 micrones x 36 micro-
nes y sobre las partes de capa aislante (20, 27, 25, 24).
Ia superficie de la capa de aluminio es cubierta con una
capa de una laca fotosensible comercialmente disponinle

como Kopierlac. La capa de laca es expuesta con la ayuda

’ ’ . .
‘de una mascara opvica tal que son blindados contra la ra-

diecibn incidente un trazado interdigitado con un juego
de dedos de 5 micrones de ancho gue se extienden por en~
cima de las dreas de las aberturas de 5 micromes x 32 mi-
crones previamente formadas y otro juego de dedos de %
micrones de ancho que se extienden por encima de las areas
de las aberturas de 5 micrones x 36 micrones previaménie
formndas. Las partes expuestas de la capa de laca son lue-
go reveladas usando una solucidn d€bil de hidrdxido de po-
tasio. Das partes de la capa de aluminio no protegidas por
la cepa de laca son luego disuweltas en dcido ortofosférico
para nroduecir un trazado electrddico interdigitado como se.
muestra en las figuras 9 y 10 que tienen un contacto Shmi-
co de emisor que congiste en una capa de aluminio 40 con
cuatro dedos que terminan en una superficie de wmidn 41
de contacto emisor sobre la parte de capa aislante 24 y
un contacto dhmico de base gue consiste en una capa de alu~
minio 43 con cuatro dedos que teminan en une superficle de
midn 44 del comtacto de base sobre la parte 24 de la ca-
pa aislante. La laca restante es disuelta en acetona,
Posteriormente la rebanade de silicio es dividi-
da en una pluralided de elementos transistores separados.
Bl sustrato de tipo a 4 es montado sobre una parte de cabe-

zar Ge una envoltura. Luego seumen alambres por termocom—
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presidn a laes superficies de unidn 41 v 44 y los obros ex
tremos de los alambres son conectados a beriinales sobre
la periferia del cabezal. El transisbtor cs lueso encansu-
lado sellando una parte del casguillo sobre el cabezal.

La figura 11 es una vista en planta de la auper-
ficie de parte del cuerpo semiconductor de un transistor
planar de silicio n-p-n de emigor mﬁltiple de acuerdo con
lg invencidn, que corresponde a una modificacidn de la rea-
ligeidn de las figuras 9 v 10 y vartes correspondienies eg-
ﬁé§ indicadas or los mismos nimeros de referencia. Bn este
trangistor elarea de la parte interna de la rezidn de base
es aproximadamente tres veces la de la pavie de residn de
base interna en el transistor previauente descrito y cotd
ubicada dentro de una parte periférica de +tino p profunda~-
mente difuvndida, derwminando la parte 34 de la juntura ba-
se-colector mogtrada en lineas numteadas, en la superficie
por debajo de la parte de capsa alslante 24. Los countactos
de euisor y de base intedigitados counsiusien en tres wilda
des cada una de las cuelzs corresponde en wawaido al del
trazado de contactos del transistor y previamentve descri-
$0. En cada umidad existe una parte 41 de contacto de eni-
sor de gran arca y una parte 44 de contacto base de gran

area, estando todos los dedog Gel contacto de base conec-

tados en confm a lag tres partes 44 en esta realizacidn.

Ia fabricacién de este transistor es similar a le fabrica-
cibn del transistor precedentemente descrito, usandose mas-
cargs adecuadanmente agrandadas para las etapas de fototra-
tavtieato,

Beta solicitud que corresnonde a la preseuntada

en Gran Bretaia, el 25 de julio de 1.965, con el nimero
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33425/566, se acoge a los beneficios del articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

NOTA

Tos puntos de invencidn propia y nueva que se
10 presentan para que sean objelo de esta solicitud de Paten-
e de Invencidn en Bspaiia, por VEINTE afios son los siguienr
ted:
1.-Un dispositivo transistor gue comprende un
cuerpo o parte de cuerpo scmiconductor principalmente de
15 un vipo de conductividad en que estd ubicada una rezidn de
colector de dicho un tipo de conductividad una pluralidad
de regiones de emisor difvmdidas de dicho un tipo de conduc-
$ividad que se extienden desde -una superficle sustancial-
mente plana del cuerpo o parie de cuerpo y rodeadas dentro
20 del cuerpo por una regidn de base difuwndida del tipo de
conductividad opuesto, terminando las Junturss emnisor-base
¥y la juntura colector—baée en diche una superficie por de-
bajo de una capa aislante protectora adherente, sobre di-
cha una superficle, y contactos Shmicos en aberturas en la
25 capa aislante para la plurglidad de regiones de emisor y
la rezidn de base donde estas regiones se extienden hasta
dicha una superficie, caracterizado porque la pluralidad
de regiones de emisor esta rodeada dentro del cuerpo por
uwmna parte in%erné difundida de regién de base del tipo de

30 conductividad opuesto que se uvne y esta rodeada dentro del

27.10.61 . 943342
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cuerpo por una parte permférloa nag profundamente difundi-~

da del tipo de conductividad opuesio, estendo ubicada la
parte de la juntura base-colector entre la parte interna
de regidn de base y la regidn de colector sustancialuente
en paralelo con dicha una superficle, a uvna distancia de
la misma de como maximo 1 miordn, estando ubicada la parte
de le juntura base-colector que se extiende paralelatente
entre dicha perte periférica de la regidn de base y le re-
gidn de colector, a una distancia de dicha una superficie
ée al menos 2 micrones, consistiendo el contacto Shni co
para lag regiones de emisor en una capa metélica gue tiene
una pluralidad de dedes cada uno de ellog situado en ﬁna
abertura en la capa aislante donde una regién de emisor se
extiende hasta dicha una superficie y en lo demas se ex-
tiende sobre la capa aislante en contacto comim con los
otros dedosg, consistiendo el contacto Shmico para la parte

de regzidn de base en una capa metalice que tiene una plu~

""ralidad de dedos ubicados en una aberitura o aberturas don-

de la parte interna de la regidn de base se cxtiende has-
ta dicha una superficie e inverdigitados con los dedos de
la capa metalica del contacto de emisor.

2.= Un disgpogitivo transistor de acuerdo con la
reivindicacidn 1, caracterizado porgue el transistor com-
prende una plurglidad de regiones de emisor que, se extien~
den paralelas, de area de superficie sustancialmente rec-
tangular, estando situados los dedos del contacto emisor
en abverturas sustancialmente rectangulares en la capa aig-
lente donde las regiones de emisor se extienden hasta di-

cha wna superficie y estando situados los dedos del contac-

1o de base en aberturas sustancialmente rectansulares en

. 943342
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la capa aislante donde le parte interna de la regidn de
base se exitiende hasta dicha una superficie entre las re-
giones de emisor.

3o~ Un dispositivo transistor de acverdo con
las reivindicaciones 1 0 2 caracterizado porque la séparar
cidn sobre dicha una superficie de los bordes adyacehtes
de un dedo del contacto de base y una regidn de emisor .
es como mAximo 3 micrones.

4.- Un dispositivo transistor de acuerde con
cualguliera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado
porque la pluralidad de los dedos de log contactos de eni-
sor y de base estd subdividida en una pluralidad de unida-
des separadas cada una de las cuales tiens una parte de
contacto de gran asvea situada sobre la capa aislanbe conec-
tada a la pluralidad de dedos del contacto emisor de una
unidad y una parte de contacto de gran area situada sobre
lacapa aislante conectada a la pluralidad de dedos del con-
tacto de base interdigitados de una unidad.

S5.— Un Gisposgitivo transistor de acuerdo con cual-
guiera de las reivindicaciones 1 a 4, éaracterizado,porque
la parte interna de regidn de base comprende una plurali-
dad de primeras partes de alba resistividad de regidn de
base, cada una de las cuales esta ubicada por debajo de
una porcidn central de la parte de una juntura emisor-base
ubicada sustancialmente en paralelo con dicha una superfi-
cie y una segunda parte de menor resistividad de la regién
de base que rodea a las primeras partes de alta resistivis
dad de la regidn de base que esta ubicada por debajo de
las porciones externas de las partes de la juntura emisor-

base ubicada sustancialmente en paralelo a dicha una super-

343342
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ficie y se extiende en lo demis hasta dicha una superficie
que tiene un contacto Shmico sobre la tisma.

6.~ Un digpositivo transistor de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a b, caracterizado porgue
el cuerpo o parte de cuerpo semiconductor es de silicio.

Te~ Un dispositivo transistor de acuerdo cen lg
reivindicacidn 6, caracterizado porgue la capa aislante
protectora adherenie es de Oxido de silicio.

3.- Un dispositivo transistor.

‘Tal y como se ha deserito en la Lemoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y pg-
ra los fines que se han especificado.

Bsta Hemoria consta de treinta y wa hoja escpi-
ta a maquina por una sols cara. 9 NN. ek

Madrid,
P, A

b

343342
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